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１．概要（Summary） 

ALDのサイクルを模した断続的なO3暴露により、Si基

板表面を酸化し、形成された SiO2膜の厚みを分光エリプ

ソメータによって測定した。基板温度 500℃では暴露時間

に応じて SiO2膜が成長するのに対して、400℃では膜厚

3 nm付近で成長が非常に遅くなった。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

  分光エリプソメータ 

【実験方法】 

Si基板を成膜装置内で 400℃または 500℃に保持し、

以下のサイクルで O2 と O3（3.5 atm%）の混合気体に暴

露した。 

１）O2, O3 混合気体の導入（10 秒間、最大圧力 110 

torr）、 2）真空引き→N2パージ→真空引き（計 30秒）。 

上記 1）、2）のサイクルを 30、60または 120回繰

り返した。 

Si基板表面に形成された SiO2膜の厚みを分光エリ

プソメータで測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

SiO2 膜の膜厚 d[nm]の 2 乗と合計暴露時間[min]の

関係をプロットした。一般的な Siの熱酸化は SiO2中のO

の拡散速度に律速されるため、膜厚d[nm]は放物線速度

パラメータ k[nm2/min]と時間 t[min]を用いて以下のよう

にあらわせる。 

（式） d2=kt  

暴露時間 10 min 以下では放物線速度に乗り、それ以

降の時間では速度低下が起きている。10 min までの速

度パラメータを以下の式 

（式）k=Cexp(-Ea/kT) 

に沿ってアレニウスプロットし、活性化エネルギーを求め

ると、Ea=0.24 eVとなり、既存の文献でよくみられる 0.2～

0.3 eV 程度の値に収まり、拡散律速になっていると考え

られる。 

10 min 以上の領域では、サイクル中の真空引き、パー

ジ時間の間に、SiO2 膜中に溶存する O 原子の濃度が低

下し、再び O2、O3 ガスに暴露した際に膜中の O 原子の

濃度が上がる前までに時間がかかることで、O原子の拡散

が抑制されたものと考えられる。 

 

Fig. 1 Square thickness vs oxidation time. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
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